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(54) Zpusob zhotoveni reliéfnich vyrobka

Vyndlez se tykd zplsobu zhotoveni reliéfnich vyrobkd dané konfigurace za pomoci mate-
ridld, které jsou citlivé na elektromagnetické a korpuskuldrni sktinické zéreni.

Tento zpisob miZe byt pou¥it pro zhotoveni hologramd, ohybacicﬁ mbi¥%ek, polerizd-
tor8 elektromagnetickéno zdteni, foto¥ablon, prvkd mikroobvodid, desek s ti¥t&nymi spoji,
pam&fovych bundk, typografickych Ztodkd apod.

Je zném zplsob zhotoveni reliéfovych vyrobkd danych konfiguraci pii pouZitf materidlu
citlivého na elektromagnetické zé¥eni, napr. z USA-patentového spisu &. 3 647 381, ktery
predpoklédd ndsledujici operace: naneseni kovové vrstvy na podloZku, naneseni vrstvy anor-
ganické létky na kovovou vrstvu, kterdé plsobenim elektromagnetického zé¥eni vstupuje s ko-
vovou vrstvou do chemickych reakci, piidem? se vytvéiejl produkty t8chto prom&n, které se
vyznaduj! jinymi fyzikdlnimi a chemickymi vlastnostmi, neZ md kovovd vrstva a vrstva
anorganické ldtky, ptidem¥ se jako materidl pro kovovou vrstvu pouZivd prvek ze skupiny
zahrnujic{ Ag, Cu, Pb, Cd, Zn, Fe, Sn, As, Bi, Co, Ge, Mg, Hg, Ni, Se, Si, T1, Te a V a
jako materidl vrstvy anorganické 1létky se voli prvek nebo sloudenin ze skupiny zahrnujici
S, Se a slouleniny nebo sm&si M-X-Y, kde M znali kov ze skupiny sestévajici z As, Sb, Bi,
Se, Te, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, Ga, In, Tl, Ge, Sn, Fe, Co, Ni a Ag a Ze znamend prvky
volené ze skupiny sestdvajici z halogeni, siry, selénu a teluru, projekci obrazu zadané
konfigurace na nanesené vrstvy, exponovéni a odstrandni piebytednych ploch vrstev a¥ k do-
saZeni reliéfniho vyrobku dané konfigurace.

Pii pou¥it{ znémého zplsobu zhotoveni reliéfnich vyrobkd je tfeba pro exponovdni pouZit

elektromagnetické zdieni velkych proudovych intenzit, protoZe materidly citlivé na elektro-
magnetické zéfeni pouZité v tomto postupu, které Jjako kovovou vrstvu obsahuji libovolny z
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vyse jmenovanych prvki s vyjimkou Ag & Cu, maji velmi nizkou citlivost (> 10 J/cmz). Zho-
toveni hologramd vyhovujicich rozm&rd, nap¥iklad 60 x 90 mm, podle zn#émého zpisobu Je prak-
ticky velmi obti¥né i p¥i pouZiti laserl o je3t& siln&j¥im vykonu.

Mimo to nemi¥e byt pouZiti zndmého postupu pro zhotoveni reliéfnich vyrobki pouZito
elektromagnetické zé¥eni spektra &ervené nebo infradervené oblasti. Tato okolnost je spojena
s tim, %e materidly citlivé na elektromegnetické zdieni pouZité ve znémém zpisobu Jsou
citlivé pouze vidi ultrafialovému, fialovému, modrému a zelendmu rozsahu spektra, zatimeo
vi¢i &ervené oblasti a oblasti blizké infradervend &4sti spektra Jsou prakticky necitlivé
(nap¥{iklad AsZS3—Ag, Aszss-Ag, /AsS-J/-Ag a daldi), takZe zhotoveni reliéfnich vyrobkd p¥i
poufiti takovychto meteridld je pomocy zndmého zpisobu obti¥n& realizovatelné.

I v tomto pripadd, kdy se jako kovové vrstvy poufije stiibro, jsou nutnd elektromagne-
tickd zéreni vysokjch proudovych intenzit. PouZije-li se jako kovovd vrstva méd, pak jsou
z{skené materidly citlivé na elektromagnetické a korpuskuldrni zd¥eni v disledku toho, Ze
mezi vrstvou mddl a vrstvou asnorganické 1léxky sponténn® probihaji chemické p¥emdny, chemic-
ky v %ase nestabilni,

Vyndlez mé za udkol vyvinout zpisob zhotoveni reliéfnich vyrobki dané konfigurace,
ktery umo¥nuje pou¥ft p¥i exponovéni elektromagnetické a korpuskulérni proudy slab8ich
intenzit, pro ozéteni uplatnit elektromagnetické zé¥eni &ervené spektrdlnf oblastl a oblas-
ti blizké infradervené oblasti a ddle aplikovat jako materidl pro vrstvu anorganické létky
Birokou t¥fdu anorganickych létek.

V§se uvedené nedostatky nemd zpisob zhotovovdni reliéfnich vyrobki podle vyndlezu
zahrnujic{ naneseni kovové vrstvy na podloZku, neneseni vrstvy anorganické ldiky na ko-
vovou vrstvu, kterd mi¥%e s kovovou vrstvou vstupovat do chemickych reakci a vytvaret
piitom produkty premdn, které se vyznaduji chemickymi a fyzikdlnimi vlastnostmi odlidnymi
od vlastnosti kovové vrstvy a vrstvy anorgenické ldtky, projekci obrazu zadané konfigurace
na nanesené vrstvy, exponovéni a odstrandni piebytedngfch oblasti vrstev a% k dosaZeni
reliéfniho vyrobku dané konfigurace, jeho¥ podstata spo&ivéd v tom, Ze se na kovovou vrsivu,
p¥ed nanesenim vrstvy anorganické létky, nemnese zdvdrnd vrstva z ldtky, kteréd je odlisnd
od kovové vrstvy a od vrstvy anorgenické 1létky, a kterd je vidi kovové vrstvd a vrstve
anorgenické 1létky v pPipad¥, ¥e se nevyskytuje elektromagnetické a korpuskuldrni zélend,
inertnf, pridem% tlousfka zév¥rné vrstvy je dostatednd, aby zabrdnila chemickym prom&ném
mezi kovovou vrstvou & vrstvou anorganické létky v pripadd, Ze se elektromagnetické a kor-
puskuldrni zdé¥eni nevyskytuje, avi¥ak aby tyto pifem&ny p¥i existenci elektromagnetického
a korpuskuldrnfho zdieni dovolovala, pii¥em# se v procesu odstredovéni pFebytednych oblasti
vrstev také odstranif pbebyte¥né oblasti zévérné vrstvy. '

Uvedené operace mohou byt provad¥ny také v jiném poradf, tzn. Ze se nenddi zplsoben,
ktery obsahuje ndsledujici operace: naneseni vrstvy anorganické ldtky na podloZku, naneseni
kovové vrstvy na vrstvu anorganické ldtky, kterd mi%e vstupovat do chemickych reakei s vrst-
vou anorgenické lédtky, pridemZ se vytvéfi produkty reakce, které maji Jjiné fyzikdlni
a chemické vlastnosti, neZ mé vrstva anorganické ldtky a kovovd vrstva, projekce obra-
zu zadané konfigurace na nanesené vrstvy, exponovéni a odstran¥ni prebytednych oblasti

“vrstev a¥ k dosafeni reliéfniho vyrobku dané konfigurace, piidem? se podle vyndlezu na

vrstvu anorganické 14tky nanese pred nanesenim vrstvy kovu zdvdrnd vrstva z materidlu, kte--
r§ je odli3ny od materidlu kovové vrstvy a vrstvy anorganické létky a vystupuje vaéi kovo-
vé vrstvd a vrstvé anorganické latky v nep¥itomnosti.elektromagnetického a korpuskuldrniho
zd¥eni jako ldtka inertni, pridemz tloudtka zdvé&rné vrstvy musi byt dostatednd, aby v ne-
pritomosti elektromagnetického o korpuskuldrniho zdfeni zabrénila chemickym pfeméndm mezi
kovovou vrstvou a vrstvou anorganické ldtky a zdroven aby tyto prem&ny pfi vyskytu elektros
megnetického a korpuskuldrniho zéfeni piipouSt&la, a v procesu odstranovdni prebytednych
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oblasti vrstev se provede té% odstrandni pPebytednych oblasti zdv&rné vrstvy. Pro zjedno-
duseni technoiogie vyroby je u&elné nand¥et zév&rnou vrstvu pomoci gpracovéni povrchu kovo-
vé vrstvy v atmosféfe plynného kysliku a/nebo fluoru, chloru, bramu, jodu, siry, selénu

nebo teluru.

Pro zlepdeni kvality zhotovovédni vyrobkd je dfelné nandfet zdvérnou vrsivu vyludovénim

ve vakuu.
Z4vdrnd vrstva miZe byt nandfena chemickym vyludovénim.

Pro zjednodudeni teehnologie zhotoveni reliéfovych vyrobkd je vhodné nandSet zdvérnou
vrstvu ponofovénim do roztoku, ktery obsshuje lédtku zdévérné vrstvy.

Je tdelnd nanddet zdvérnou vrstvu ponofovédnim do aktivniho média, které mife vstupovat
s kovovou vrstvou do reakei, p¥i kterych se tvoii zdv&rnd vrstva. Zavérnd vrstva miZe byt

také nandSena polévdanim.

V pripadd, %e se po exponoviéni odstrani vrstva anorganické 1ldtky, které nevstoupila
do chemické reakce s vrstvou kovu, je uSelné pro zhotoveni kvalitnich reliéfnich vyrobkld
odstranit zévérnou vrstvu po odstrandni vrstvy anorganické 1dtky z neexponovanych mist.

V pripad&, %e se po exponovéni odstrani vrstva kovu, kterd nevstoupile do chemické
reakce s vrstvou anorganické létky, je udelné odstranit po odstran¥ni kovové vrstvy z ne-

exponovanych mist zédvérnou vestvu.

Pro vyrobu velmi kvalitnich reliéfnich vyrobki je udelné odstranovat pfebytedné
oblasti zdv&rné vrstvy chemickym lepténim.

Pro zjednoduseni technologie zhotovovéni reliéfnich vyrobkd je déelné odstranovat
prebytedné oblasti zév&rné vrstvy mechanickou cestou.

Prebytedné oblasti zdvdrné vrstvy mohou byt odstrandny také tepelnd pomoéi tepelné
sublimace.

Pro zvySovdni{ citlivosti systému je dlelné pied exponovénim pPiloZit na materidl
elektrickéd pole.

Zplscb zhotovovani reliéfnich vyrobkd zadanych konfiguraci, provéd&ny podle vyndlezu,
md ndsledujici vyhody.

Pri zhotovovdni reliéfnich vyrobkd se pouZije pro exponovéni mendich intenzit
elektromagnetickych s korpuskuldrnich proud?, neZ ve zndmych postupech a pouZije se elek-
tromagnetického zéren? dervené oblasti spektra @ oblasti blizké infradervené..

Je vyhodnd mcZnost pouZiti celé Pady ldtek pro vytvoPfeni vrstvy snorganické ldtky a
kovové vrstvy, které ve zndmgch postupech prakticky nemohou byt pouZity v dlisledku inten-
zivn& probihajicich spontdnnich chemickych reskei mezi kovovou vrstvou a vrstvou anorga-
nické létky.

D4le bude vyndlez podrobn¥ji vysv&tlen pomoci popish p¥ikladd jeho provedeni a‘pomo-
ci obrdzkil, kde znali obr. 1 uspordldni na podlofce nanesenych vrstev materidlu citlivého
na elek romagnetické s korpuskuldrni zdéfeni; obr. 2 uspoldddni na podloZce v opalném pofa-
di nanesenych vrstev materidlu citlivého na elektiromegnetické a korpuskuldrni zéleni; obr.
3 schéma ozdiPeni materidlu zndzorndného na obr. 1; cbr. 4 materidl po jeho exposzici akti-
nickym zatenim; obr. 5 meteridl po odstranéni vrsivy anorganické ldtky a zdvérné vrstvy
7 neexponovanych mist; obr. 5 materidl po odstrandni kcvové vrstvy z mist nechrdnénych pro-
dukty reakce; obr. 7 hotovy ralidfni vyrobek; obr. & schéma ozsPovéni materidlu znédzornéné-
ho na obr. 2; obr. 9 materidl po jeho exponovdni aktinickym zdFenim; obr. 10 hotovy reliéf-
ni vyrobek z muteridlu zndzorndného na obr. 2; obr. 11 analogicky materidl k materidlu
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znézornEnému na obr. 1 a schéma jeho ozabovéni pPes ¥ablony rozdflné trensparence; obr. 12
materidl po jeho exponovéni aktinickym zéfenim; obr. 13 hotovy reliéfni vyrobek; obr. 14
materidl, ktery mé vrstvu anorganické létky provedenu v plynné fézi, a schéma ozatovéni
tohoto materidlu; obr. 15 materidl enalogicky k materidlu znézorn&nému na obr. 14 po jeho
ozéPeni sktinickym zdfenim; obr. 16 hotovy reliéfovy vyrobek; obr. 17 materidl analogicky
k meteridlu na obr. 15 po odstrendni zév¥rné vrstvy a kovové vrstvy z neexponovenych mist;
obr. 18 hotovy reliéfni vjrobék; obr. 19 materidl, ktery mé vrstvu aenorgenické létky pro-
vedenu v kepalné fdzi, a schéma ozafovéni tohoto materidlu; obr. 20 materidl analogicky

k materidlu zndzorndnému na obr. 19 po jeho ozdPeni aktinickym zd¥enIim; obr. 21 hotovy
reliéfni vyrobek; obr. 22 uspodddéni vrstev materidlu, které jsou naneseny na spodni
vrstvd leffci ze své strany na podlo¥ce; obr. 23 uspotdddni vrstev materidlu, Jjak Je
zndzorn¥no na obr. 22 a schéma jeho ozafovdni; obr. 24 uspoiddéni vrstev materidlu po jeho
exponovéni aktinickym zd¥enim; obr. 25 uspoiddéni vrstev materidlu po odstran&ni vrstvy
anorgénické ldtky a zév8rné vrstvy z mist, kterd nebyles chrén¥na produkty reeskce; obr. 26
uspo¥éddnt vrstev po odstran¥ni kovové vrstvy a spodni vrstvy na mistech nechrén&nych
produkty reakce; obr. 27 uspofdédéni vrstev po odstrandni produktd reakce a obr. 28 hotovy
reliéfni vyrobek.

Obr. 1 zndzornuje podloZku 1, na kterou je podle vyndlezu nanesena kovovd vrstva 2,.
zdvérnd vrstva 3, a vrstva 4 snorganické 14tky, kterd miZe vstupovat do chemickych reaked
s kovovou vrstvou 2, jek p¥i pisobeni elektromagnetického a korpuskuldrniho zé¥eni, tak
i bez pisoben{ tohoto zéFenf, a vytvéri p¥itom produkty reakce, které se ve svych fyzikdl-
nich a chemickych vliastnostech 1i¥i od kovové vrstvy 2 a od vrstvy 4 enorgenické léatky.
Jako podlo¥ke 1 se pouZije dielektrikum, nap¥. sklo, k¥emik, slida, keramika, apod., polo-
vodide, kovy, organické vrstvy, napfikled teflon, lavsen, papir, difevo apod. Tloustka
a rozm¥ry podloZky 1 Jsou libovolné a voli se v zévislosti na konkrétnim udelu pouZiti
a podle rozm¥rd vyrdb¥ného vyrobku. Kvalita opracovéni povrchu podloZky 1, na kterou se
nendsi kovovd vrstva 2, zdvisi rovn&Z na zhotovovaném vyrobku. Povrch podloZky 1 mbZe byt
surovy, broudeny, leé{énj, leptany apod.

Jako kovovéd vrstve 2 se pousivd st¥ibro, m&d a jiné kovy a jejich slitiny a smdsi,
které mohou vstupovat do chemickych reakci s vrstvou 4 anorganické ldtky, jak p¥i plsobent
elektromagnetického e korpuskuldérniho zd¥eni, tek i bez tohoto plsobeni a vytvédii piitom

produkty reakce. Tlousdikas kovové vrstvy 2 se volf v oblasti od ndkolika desftek 2 do néko-

lika milimetrd.

Zvl45t& vhodné tloudfky kovové vrstvy 2 jsou tloudiky, které le3f v oblasti 30 ai
200 nm. Z4vdrnd vrstva 3 je zpravidla zhotovena z létky odlidné od létky kovové vrstvy
2 a vrstvy 4 anorgenické létky, vi&i kterym se jevi v nep¥itomnosti elektromagnetického a
korpuskuldrniho zé¥eni jako inertni, pridem¥ tlouslka zdvirné vrstvy 3 se voll tak velkd,
aby byla dostatednd pro zabréndni vzniku chemické reakce mezi kovovou vrstvou 2 a vrstvou
anorganické létky 4 v nepritomnosti elektromesgnetického a korpuskuldrniho zéieni, a aby
tyto reakce pri pisobeni elektromegnetickéno a korpuskuldrniho zéfeni umo¥novala., Jako zd-
v&rnd vrstvae mife byt pouZito mnoho organickych a anorganickych ldtek. Napiiklad miZe byt
pro tento el pou¥ito kovdi, jako je Au @/nebo Zn, Cd4, Mg, Al, Ge, Te, Si, Ge, Sn, Pb, As,
sb, Bi, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Mo, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, jejich slitiny a ddle
kysliéniky, sirniky, teluridy, halogenidy, fosfidy t&chto kovi.

Jako zévérnd vrstva 3 mohou byt teké pouZity orgenické létky, jako je polyetylén, po-
iystyrol, polypropylén, polymetekrylét, polykarbondi, polyvinylchlorid, polytetrafluorety-
1lén, epoxidové pryskyrice, kelafuna, entracén a daldf. Tlou¥tka zév&rné vrstvy 3 se voli
v rozmezi 2 a% 30 nm. Pokusy ukdzaly, ¥e zvlé3td vhodné tloudlky zdv¥rné vrstvy jsou tlousi-
ky od 3 do 15 nm.

Jako vrstva 4 anorganické ldtky se voli anorgenické ldtky, jako je sira, selén, selé-
ny, a halogenidy obsehujic{ létky, nap¥ikled S, Se, Se-J, Se-Br, Se-Cl, Bi2283, As23e3,
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BipSey, GeSe, GeSe,, As-Se-J, As-Se-Br, Bi-Se-J, Sb-Se-J, KAsSe,, NaAsSe, a dal3f. Tlousf-
ka vrstvy 4 anorgaenické létky se voli v intervalu od n&kolika nanometrd do ndkolika mili-
metrl. Zvliadtd vhodné jsou tloué{ky vrstvy anorganické ldtky volené v rozmezi od 20 do

300 nm.

Postup pro zhotoveni reliéfovych vyrobkd zadanych konfiguraci obsahuje ve smyslu vynd-
lezu na sebe navazujici nanddeni na podloZku 1 (obr. 1) kovové vrstvy 2, zdv&rné vrstvy 3
a vrstvy 4 anorganické ldtky. Metody pro naneseni t&chto vrstev mohou byt rizné, napi. oxi-
dace povrchu kovové vrstvy, naneseni ve vakuu, chemické vysrdéZeni, ponofeni na urditou do-
bu do roztoku, polit{ atd., &im¥ je déno mnoho mo¥nosti. To umo#nuje piipravovat vyrobky
vy831 jakosti. Nap¥iklad se nanese na ledténou sklen&nou podloZku ve vakuu 2,66 mPa vrstva
2 ze sti{bra o tlous¥ce 200 nm, zdv¥rnd vrstva 3 ze sirnfku arsenitého o tlousd¥fce 70 nm a

vrstva 4 ze selenidu arsenitého.

Pri pou¥iti vakuového zaFizeni se tfemi ohirivali se provad&ji viechny tii operace bez
rudeni ve vakuu. Tento postup zaruluje dobrou vzdjemnou soudrZnost vrstev a sniZuje znedis-
téni hranic mezi vrstvami okolim.

V jiném piripad® se nands8i kovovd vrstiva 2 na podloZku ve vakuu, zdvdrnd vrstva 3
ponofenim podloZky 1 s kovovou vrstvou 2 do roztoku, nap¥iklad do slabého alkoholického
roztoku kelafuny, a pak se ve vakuu nand3i vrstva 4 enorganické latky.

V tretim p¥ipadé se nané8i kovovd vrstva 2 chemickym vysrdZenim a zév&rnd vrstva 3
a vrstva anorganické létky 4 se nand3i ve vakuu.

Existuji také dal3i kombinace metod nandfeni jednotlivych vrstev.

Zplsob zhotoveni{ reliéfnich vyrobki danych konfiguraci piedpoklddd také ve smyslu to-
hoto vyn#lezu pripad, kdy kovovd vrstva 2 je znaéné& silny, napiiklad kovovd félie, kovovd

deska, a slouZi sama jako podloZka. V tomto p¥ipad& chybi podloZka 1 (obr. 1). Napiiklad

se nand8{ na 1 mm silnou m&dénou desku ve vakuu 2,66 mPa 3 nm silnd zdv&rnd vrstva 3 z
chromu a potom 65 nm silnd vrstva 4 ze sirniku arsenitého.

Postup pro zhotoveni reliéfovych vyrobkd zadanych konfiguraci pfedpoklédé ve smyslu
tohoto vyndlezu také opadné nanddeni vrstev na podloZku. Na obr. 2 jé zndzorndna podloZka
1, na kterou se nejprve nanese vrstva 4 anorgenické létky, poté zdévdrnd vrstva 3 a konednd
kovovd vrstva 2.

Napriklad se nand8i na podloZku 1 ze skla ve vakuu o tlaku napf¥. 1,33 mPa postupn&
20 nm silnd vrstva ze selenidu germania, 5 nm zdv&rnd vrstva 3 ze sirniku arsenitého
a 50 nm silnd vrstva ze stfibra. PouZiti materidlu s opaénym uspoPéddénim vrstev je uzited-

né naprfklad p¥i zhotovovéni holografickych difrak&nich miiZek, protoZe timto zpisobem
miZeme zhotovit vyrobek s hlubokym reliéfem a tim i s vysokou difrakéni ddinnosti.

Obr. 3 zndzornuje stejné usporaddni vrstev,jako je na obr. 1, schéma projekce obrazu
na materidl a exponovani. Pres ¥ablonu 5, kterd md propustné oblasti 7 a nepropustné oblas-
ti 6, se v souladu s Zddanou konfiguraci zhotovovaného reliéfového vyrobku ozabuje materidl
aktinickym zd¥enim 8. Jako Sablona 5 miZe byt pouZit obySejny fotograficky negativ, kovovd
maska s prichozimi otvory, které jsou volné, nebo na které je pevnd piipevn¥na podloZka,
kterd je prlGchozi pro aktinické zdFeni. Jako elektromegnetické a korpuskuldrni zdfeni 8
se pouZivd sv&tlo - ultrafialové, viditelné, infradervené, proudy elektron®, rentgenové
paprsky a jind zdreni. Projekce obrazu na usporéddni vrstev, které je zndzorndno na, obr.

1 a 2, probihd podle metody kontaktniho tlaku nebo pomoci optické projekce, napriklad pomo-
ci zv&tSovaciho pFistroje nebo pri zdznamu holograml projekci interferendniho obrazu tvo-
feného dvéma svazky laserovych paprski.
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Ozé¥eni uspobddéni vrstev, které je zndzorn&no na obr, 1 a obr. 2 elektromagnetickym
zétenim, se provéd{ jak ze strany hornich vrstev (vrstva 4 na obr. 1 a vrstva 2 na obr. 2),
tak i ze strany podloZky, pokud je tato pro aktinické zdédeni transparentni.

Probihd-li ozalovéni ze strany vrstvy 4 anorganické ldtky,jak Je zndzorn¥no na
obr. 3, pak se voli tak velksd tlousfka vrstvy 4, aby sktinické zdieni v podstaté dosdhlo
odd¥lovacich hrenic vrstev 4, 3 a 2. P¥i v&t¥fch tlou¥tkdch vrstvy 4 je sktinické zébent
v podstatné mife ve vzddlenosti od obou Jmenovanych d&licich hrenic absorbovdno a stimuluje
proces chemickyfch pfem¥n mezi vrstvou 4 a vrstvou 2. Zvl4¥t¥ vhodné tlousiky vrstvy 4
Jjsou v tomto p¥fipadd tloué{ky zvolené v rozmezi 10 a% 300 nm.

Probfhd-1i ozalovéni ze strany kovové vrstvy 2, nap¥iklad pro uspoiféddni vrstev zné-
zornéné na obr. 2, pak se pou%ivéd vrstva 2, kterd je transparentni pro aktinické zdre-
ni. V tomto p¥ipad¥ se voli tloudika kovové vrstvy 2 oby¥ejn¥ z oblasti od n¥kolika neno-
metrd do 70 nm. t

V procesu expozice vstupuje vrstva 4 anorganické létky s misty kovové vrstvy 2, které
byly ozéd¥eny elektromegnetickym nebo korpuskuldrnim zd¥enim, do chemické reakce, pPi které
se tvobf produkty 9 této reakce, jak je zndzorndno na obr. 4. Tloudfka produktl reskce je
um&rnd expozici, to znamend soudinu z intenzity osv&tleni a ozabovéni doby.

Obr. 4 znézorhuje pripad, kdy pisobenim elektromagnetického zé¥eni je 84st vrstvy
4 anorganické ldtky v chemické reakci s kovovou vrstvou 2. V. zévislosti na tloudfce vrstvy
4 a vrstvy 2 a na expozicl se v %4daném pripadd vytvéri produkty reskce pPes celou tloudiku
Jedné z vrstev 2 a 4 nebo obou vrstev. Produkty 9 reakce obsahuji ve v¥ech pripadech &4sti
zévérné vrstvy 3, které se nachdzi na ozd¥enych mistech.

V zévislosti na ldtce zdv&rné vrstvy 3 vytvér{ uvedend &4sti zdv&rné vrstvy 3 v jednom
pFipadd soufasnd s vrstvou 4 produkty 9 reskce s vrstvou 2 kovu, v druhém p¥ipadd, je-1i
Jako zdvé&rné vrstvy 3 pouZito kovu, soulasn¥ s vrstvou 2 produkty 9 reakce s vrstvou 4
enorganické ldtky. V tPetim p¥ipad&, jestliZe ldtka zAv&rné vrstvy 3 nemé schopnost vstu-
povat pod vlivem elektromagnetického a korpuskuldrniho zdfeni do chemické reakce s vrstvou
2 a vrstvou 4, je ldtka zévérné vrstvy zabudovéna do produktu 9 réakce.

Obr. 5 znézornuje stejné usporddéni vrstev, jako je na obr. 4, po odstrandni vrstvy
4 anorganické 1létky, kterd nevstoupila pii plsobeni elektromagnetického a korpuskuldrniho
zéfeni do chemické reskce s vrstvou 2. Odstrandni vrstvy 4 probihd pomoci chemického
lepténi, to znamend pomoci roztoku, ktery rozpoudti vrstvu 4 anorganické létky. PouZije~li
se jako vrstva 4 nap¥iklad snorganickd sloudenins, jako je sirnik arsenity, selenid arseni-
ty, selenid germenity, pak se provédi odstren&ni vrstvy 4, kterd nevstoupila do chemické
regkce s vrstvou 2, pomoci 5 a¥ 10% roztoku vody s hydroxidem draselnym, hydroxidem sodnym,
apod. Doba odstranovéni vrstvy 4 zdvisi na tlouiice vrstvy 4, koncentraci roztoku, teplo-
t& roztoku a pohybuje se v rozmezi od n¥kolika vtefin do n&kolika minut. Je-1i napriklad
zvolena vrstva 4 ze sirniku arsenitého, pak &ini &as potfebny pro jeji odstran&ni pri
jejl tloudice okolo 100 nm v 1% vodnim roztoku hydroxidu draselného n&kolik sekund.

Jak je mo¥no vid&t z obr. 6, je zédvErnd vrstva 3 na neozéfgnychvmistech rovné&Z odstrang-
na, Odstrandni z&v&rné vrstvy 3 mi%e probihat bud soudasnd s vrstvou 4, nebo také odddle-
né, JestliZe se napffklad pouZije jako vrstva 4 selenid arsenity a jako zdvérnd vrstva 3
selenid germania, pak se odstrani pomoci vrstvy 5% vodného roztoku hydroxidu draselného '
soudasn& jak vrstva 4, tek i zdvérnd vrstva 3.

JestliZe se v procesu zhotoveni reliéfovych obrazd@ zadanych konfiguraci pouZije uspo-
P4dén{ vrstev podle obr. 2, pak se po expozici odstran{ nejprve kovovd vrstva 2, kterd che-
micky nereagovala s vrstvou 4 anorganické ldiky. Pro odstrandni kovové vrstvy 2 se pouZiji
rnztoky kyselin, jako je kyselina sirovd, dusiénd, fluorovodikovd, solnd a daldi., PouZije-li



7 206570

se jako vrstva 2 stiibro, pak se provadl odstransni oblasti této vrstvy pomoci sm&si kyse-
tiny e chromu (H,S0, + K,Cr,0,).

Zévérné vrstva 3 se z neozéfenych mist odstranuje v zévislosti na tom, z jaké latky
je, soudasng s vrstvou 2 nebo odd&lend. Je-li zdv&rnd vrstva 3 zhotovena z kovu, pak se
odstranuje zéroven s vrstvou 2 pomoci roztokd kyselin, jako je kyselina sirovd, dusiéni,
fluorovodikové, solnd a dal¥i. Je-1li zdvErnd vrstva 3 zhotovena ze sklovitych chalkogenito-
vych 1dtek, pak se odstranuje pomoci vodniho roztoku hydroxidu draselného nebo hydroxidu
sodného, hydroxidu esmonného a jinych.

V pripadd, %e je zdvdrnd vrstva 3 zhotovena z organické ldtky, se zdv&rnd vrstva 3
odstranuje z neosvétlenych mist pomoci organickych rczpoudt&del, jako je benzol, aceton,
alkohol, éter, bromid uhlidity, terpentyn a dal¥f. Je-1i nepibiklad zévérnd vrstva 3
zhotovena z polyetylénu, pak se odstranuje pomoci bromidu uhliditého, je-1li z kalafuny,
odstrenuje se pomoci etylalkoholu apod.

Obr. 5 zndzorn&ny hotovy relidfni vyrobek v Pezu. Reliéf Je tvoren produkty 9 reakce,.
které vydnivajl z povrchu kovové vrstvy 2. Timto zplsobem se zachycuji amplifudov& fézové
hologramy prostorovych predmdtl, difrak¥nich mfi%ek a jiné holografické vyrobky.

Holografické amplitudovd fézové difrakdni mFi¥ky se obdr#i pomoci projekce na uspord-
déni vrstev, které je zndzorn¥no na obr. 1 nebo 2, kterd se d&je pomoci interferendniho
obrazu tvoreného dviéma laserovymi paprsky, exponovénim a po expozici odstran®nim oblasti
vrstvy 4 snorganické ldtky a oblasti zévErné vrstvy 3, které nebyly ozdFeny.

Zm&nou Uhlu mezi laserovymi paprsky se m&ni prostorovd frekvence difrakdni miiZky.
Takovéto metody pro zhotoveni difrakénich m¥i%ek Jjsou jednoduché a nevyZadujil 7é4dnéd kompli-
kovand zarizeni.

Ve smyslu tohoto vyndlezu mohou byt zhotovovdny difrakdni mfiZky pomoci lasert, které
nevysilaji jen zéteni ultrafialového, modrého a zeleného spektra, ale také spektrum Cerve-
né a blizké infradervenému, napifiklad helioneonovy laser, vlinové délka lambda = 632,8 nm.
To je velmi vyhodné, proto¥e helioneonové lasery maji velkou Zivotnost a velmi stabilni
zébeni. Neneseni zav&rné vrstvy 3 na kovovou vrstvu 3 pred nanesenim vrstvy 4 anorganické
14tky uwmno#nuje v postupu pro szhotoveni reliéfnich vyrobkd konfigurace pouZit ve smyslu
tohoto vynédlezu jako vrstvu 4 celou Padu anorganickych ldtek, které dohromady s kovovou
vrstvou tvor{ materidl citlivy i na oblasti &erveného spektra a oblasti blizké spektru in-
fradervenému. Bez neneseni z4vérné vrstvy 3 nard?{i zhotovovdni difrakdnich m¥iZek pomoci
helioneonovych laserd na velké potiZe, které Jsou spojeny s chemickou nestabilitou mate-
ridlu citlivého na elektromagnetické a korpuskuldrni zéieni.

Je treba podctknout, Ze produkty 9 reakce, které tvori reliéf vyrobku zndzornEného
na obr. 5, %4stednd méni v procesu skladovdni a pouZiti reliéfnich vyrobkd své vlastnosti,
co¥% vede ke zhorBovdni kvality reliéfnich vyrobkl v &ase. Pro zhotovovéni reliéfnich
vyrobkl zadané konfigurace, jejichZ vlastnosti jsou v &ase stebilni a v n&kterych p¥ipadech
vykazuji hlub3i reliéf, se provadi daldi leptdni reliéfniho vyrobku zndzorn&ného na obr. 5,
vedouci nap¥iklad k odstrandni kovové vrstvy 2 na mistech, kterd nejsou chrénéna produkty‘
9 reakce (obr. 6). Produkty 9 reakce se v tomto pPfipadd pouZivaji jako ochrannd maska
p¥i leptdni kovové vrstvy 2. Odstran&ni kovové vrstvy 2 se provédi pomoci roztok(d kyselin,
jako je kyselina sirové, fluorovodikovd, solnd, dusiénd, smési chromu s kyselinou (H2504 +
+ K20r207) apod.

Po odstrandni kovové vrstvy 2 na mistech, kterd nejsou chrédn&na produkty reskce, se
odstrani produkty 9 reakce.
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Obr. 7 znézorhuje hotovy reliéfni vyrobek po odstren&ni produktl 9 reakce, ktery byl
zachycen na obr. 6. Produkty 2 reakce se odstranujl chemickym lepténim, mechanickym od¥rem,
tepeln¥ apod. Odstren¥ni produktd 9 reakce pomoci chemického leptén! se provédi pomoci
koncentrovangch vodnich roztokd elkdlif, hydroxidu emonného a jinych. V n&kterych pfipadech
se odstranuji produkty 9 reskce také mechenickou cestou pomoci dd&ru tkeninou nebo tepelné&
pomoci zahPétl na teplotu,pfi ni% produkt 9 reakce sublimuje s povrchu kovové vrstvy 2.

Reliéfnf vyrobek zndzorn&ny na obr. 7 sestévéd z podloZky 1 a z oblasti kovové vrsivy
2, které jsou na mistech ozéPenych elektromagnetickym a korpuskuldrnim zéfenim. Timto zpl-
sobem se zhotovujl takové reliéfni vyrobky, jako jsou difrak&ni mi{zky, polarizdtory elek-
tromegnetického zé¥eni, fotoSablony, tiskové desky, elektricky vodivé prvky mikroobvodd
apod. '

Jestli%e se pfi zhotoveni reliéfnfho vyrobku poufije opadné uspo¥ddéni vrstev, které
je zndzorn&no na obr. 2, odstrenuje se v tomto p¥ipadd po odstran¥ni kovové vrstvy 2,
kterd nevstoupila vlivem elektromegnetického a korpuskuldrniho zdfeni do reakce s vrstvou
4 anorgaenické 1létky a po odstrandni zdv&rné vrstvy 3 z neozé¥enych mist, vrstva 4 anorga-
nické ldtky a po odstren¥nf zdv&rné vrstvy 3 2z neozéfenych mist, vrstva 4 anorganické 1lét-~
Xy z mist, které nejsou chrén¥ny pomoci reakce 9 produktl, které se pouZiji jako ochrannd
maska. Poté se v poZadovaném p¥ipad¥ odstrani teké produkty 9 reakce. Reliéfni vyrobek
je v tomto pPipad¥ analogicky p¥edstavovén vyrobkem znézorndnym na obr. 9 - produkty nejsou
odstran&ny - nebo vyrobkem zndzorninym na obr. 7 -~ produkty jsou odstranény - s tim rozdi-
lem, %e mé misto oblasti kovové vrstvy 2 oblasti vrstvy 4 anorganické létky.

Vynélez pro zhotovovéni reliéfnich vyrobki dané konfigurace umo¥nuje zhotovovat vyrob-
ky o hloubce reliéfu a% do n&kolika set nenometrd.

Obr. 4 zndzorfpje uspoidddni vrstev a schéma projekce obrazu na tuto strukturu, které
je analogické k obr. 9 s tim rozdilem, Ze tloudtka kovové vrstvy 2 je podstatnd v&tis{ neZ
tloudtka vrstvy 4 anorgenické ldtky. V tomto p¥ipedd dostdvéme po expozici obraz znédzor-
n&ny na obr., 9. ProtoZe je tloustka kovové vrstvy 2 podstatnd v&t3{ neZ tloustka vrstvy 4
anorgenické l4tky, rozpineji se v tomto p¥ipad® produkty 9 reakce p¥es celou hloubku
vrstvy 4 esnorganické létky a pouze pres &dst tloustky kovové vrstvy 2. Je-li napPiklad
kovovd vrstva 2 tvoFena vrstvou stP®fbra n¥kolik set nenometrd silnou, jako zévdrnd vrstva
3 je pouZita 3 nm silnd vrstve sirniku arsenitého, a jako vrstva 4 anorganické ldtky 60 nm
silnd vrstva selenidu ersenitého, pek vstupuje po expozici tskovéhoto uspo¥ddéni provédéné .
ozarovénim rtufovou lempou, napf. o vykonu 250 W ze vzddlenosti 30 cm po dobu 2 minut,
do chemické reakce celd vrstva 4, zatimco pouze &dst vrstvy 2 chemicky reaguje s vrstvou

4.

Po expozici se odstranuji $dsti vrstvy 4, kteréd nevstoupily do chemické reakce s vrst-
vou 2, ddle pak po odstren&ni vrstvy 4 odkryté oblasti z4v¥rné vrstvy 3 a produkty reakce.
Odstrafiovén? viech téchto vrstev se provédl bud jednim,nebo vice leptedly volenymi pro kaZ-
dou vrstvu. Pro odstranni t&chto vrstev se pouiiveji leptadla, kterd byla uvedena vye
pri popisu obr. 4 a% 7.

Hotovy reliéfni vyrobek, ziskeny po odstran&ni té&chto vrstev, je znézorn¥n na obr. 10.
Tento vyrobek je predstavovén podloZkou 1,na ni%¥ je kovové vrstva 2 s vyvydeninsmi 10 a
prohloubeninemi 11 v souladu s danou konfiguracil. Timto zpisobem se zhotovujf fédzové holo-
gremy, difrakdni m¥i¥ky, polygrafické Ztolky epod. Hloubka reliéfu takovychto reliéfnich

vyrobkd dosahuje 100 aZ 500 nm.

Takovéto difrakdni mpi¥ky se napifklad zhotovuji na 300 nm silné st¥ibrné vrstvE nebo
na 500 nm silné vrstvé z m&di. ' :
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Obr. 11 zndzornuje uspoiddéni vrstev, analbgické k uspotddéni na obr. 1, a schéma
ozatovdni t&chto vrstev pfes ablonu 5 , kterd mé v riznych bodech riznou trensparencia
Sablona 5° mé neprihledné oblasti 6, transperentni oblasti 7, poloprihledné oblasti 12
a oblasti 13 prom&nné transparence. Takovéto schéma ozarovéni se realizuje pii ozaiovéni
vrstev pres obyfejny polonegativ nebo pii zdznamu holografickych obrazd objektd.

Na obr. 12 je zndzorn&no usporaddni vrstev po jejiéh, ozdFeni elektromagnetickym zdie-
nim p¥es Sablonu 5°, kterd mé& v réznych bodech riznou transparenci. ProtoZe tloudfka produk-
td 9 reakce je uUmdrné expozici, je moZno z obr. 12 zjistit, %e tloudika produktd 9 reakce
je v rdznych bodech v z4vislosti ma transparenci Sablony 5  rdzné.

Po odstranéni vrstvy 4 anorganické létky, kterd nevstoupila do chemické reakce s ko-
vovou vrstvou, a zdv&rné vrstvy 3 z neozdPenych mist, se obdrZf hotovy reliéfovy- vyrobek
zndzornény na obr. 15. Timto zplsobem se zhotovuji hologramy difrakénich ¥fdicich objektd.
Zéznam holografického obrazu se provddi pomoci ozabovdni hélioneocnovym laserem a redukcf
obrazu v zéreni laserl - argonovy laser, hélioneonovy laser - rtulovych lamp s poufitim
filtrd a Jjinych zdrojd.

Obr. 14 zndzornuje usporsddni vrstev materidlu citlivého na elektromagnetické a korpu-
skuldrni zéd¥eni, ktery md vrstvu 2 kovu a zdv&rnou vrstvu 3 nanesenu na podlo¥ce 1 a vrstvu
4" anorganické létky md provedenu v plynné fédzi kontaktujici se zdv&rnou vrstvou 3. Je zde
také znézornsna Sablona 57", pPes kterou se provddi ozafovédni. Tento p¥ipad se realizuje
tim zplsobem, Ze se podloZka 1 s vrstvou 2 a zdvdrnou vrstvou 3 umist{ do herméticky ut¥sn¥-
né nédoby, kterd obsahuje péry anorganické létky. Tohoto stavu se dosdhne zahiivénim nédo-
by s anorganickou ldétkou na teplotu, kterd dovoluje dosdhnout nutné elastiaity par ldtky.

V pfipad&, Ze se napfikled jako vrstvae 4 pouZije sirnik arsenity, zah¥fvé se k¥emikovéd né-
doba dohromady s touto ldtkou na teplotu 250 a% 200 ¢,

Phsobenim elektromagnetického zdbeni, které proétoupilo transparentnini oblastmi 7
gablony 5°°, se dostdvé vrstva 4 snorgsnické 14tky nachdzejici se v plynné fézi do chemické
reakce s kovovou vrstvou 2, pFfi niZ se vytvar{ produkty 9 reskce, jak je zndzorn&no na
obr. 15. V nepfftomnosti elektromagnetického z&¥eni zabranuje vzniku reskce mezi vrstvou
2 a vrstvou 4 zdvérnd vrstva 3. Po expoziei se podlo¥ka 1 s vrstvou g‘zévérnou vrstvou 3
a produkty 9 reakce vyjme z plynrého média a pak takovéto uspoPdddni vrstev pPedstavuje
Jiz hotovy reliéfni vyrobek. V pPipad& potfeby se provédi dal3f zpracovéni tohoto vyrobku,
nepfiklad ve form¥ odstranovdni produktl reskce, jak je zndézorn&no na obr. 16. Z&v&rnd
vrstva nemQZe byt odstranéna zvlé¥t& v tdch p¥ipadech, pouZije-1i se pro ni 1l4tka, kterd
je odolnd vi&i pisobeni okoli, (nap¥iklad Cr, Au apod.). Reliéfovy vyrobek obsahuje vyvy-

Seniny 14 a prohlubeniny 15.

V dalSich pripadech se nejprve neodstrafiujl produkty 9° reakce, ale pou¥ivaji se
jako ochrannd maska p¥i odstranovéni oblastf zdvirné vrstvy 3 a kovové vrstvy 2 z neozélfe-
nych mfst 16. Teprve poté se odstran{ produkty 9  reakce a tim se obdr#f hotovy reliéfovy
vyrobek zndzorndny na obr. 18,

Obr. 19 gndzornuje uspordddni vrstev materidlu citlivého na elektromagnetické a korpu-
skuldrni zdrenf, ktery md kovovou vrstvu 2 a zdvirnou vrstvu 3 naneseny ma podlo¥ku 1, a
vrstvu 4°° snorganické létky provedenu v tekuté fdzi. Tento pripad se realizuje pomoci
umistdni podlofky 1 s kovovou vrstvou 2 a zdv&rnou vrstvou 3 do vany 17, ve které se naché-
zi roztavens anorganickd ldtka. Tekutd vrstva 477

anorgenické 1létky se nanddi na zév&rnou
vrstvu 3 teké povledenim povrchu zévdrné vrstvy tenkou vrstvou pré¥kovité snorganické
l4tky, napfiklad préd8kem selenidu arsenitého, ktery byl jemn¥ pomlet v moZdi¥i. V névaznos-
ti se pak provad{ zahPdti podiciky 1 s vrstvou 2, vrstvou 3 a vrstvou 4;; na taviei teplo-
tu enorganické ldtky. P¥itom se anorgenickd ldtka roztavi a rozprost¥e se pres povrch
zdv8rné vrstvy 3 v tenké vrsivé,
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Plsobenim elektromagnetického zd¥eni 8, které postupuje transparentnimi oblastmi T
gablony 5°°, vstupuje vrstva 4"’ snorganické létky, kterdé se nackézi v tekuté fdzi, do che-
mické reaskce. PPitom se vytvéP{ produkty 9’ reskce. V nepfitomnosti elektromagnetického
zé¥eni zabrenuje zévdrné vrstva 3 vzniku chemické reskce mezi vrstivou 4°" a vrstvou 2.

Po exponovdni se vyjme podloZka 1 s vrstvou 2, zdv&rnou vrstvou 3 a produkty 9°" reakce

(obr. 20) z tekutého média a umyvd se v roztoku, ktery odstranuje usazené &istedky anorga-
nické 14tky, které nevstoupily do chemické reakce s kovovou vrstvou 2. Timto zpisobem se zis-
ké hotovy reliéfni vyrobek, ktery je zndzorn¥n na obr. 20. V potadovanych p¥ipadech se
odstrani produkty 97  reeskce a obdr#f se reliéfni vyrobek zndzorn&ny na obr. 21.

Zptisob zhotoveni reliéfnich vyrobkl dené konfigurace podle vyndlezu umofnuje ziskéni
reliéfnich vfrobkl, nejen z dohrcmady sestavenych vrstev materidlu citlivého na elektromegne-
tické a korpuskuldrnf zd¥enf, to znemend z kovové vrstvy 2 nebo z vrstvy 4 anorgenické latky,
ale také ze spodni vrstvy odli¥né od vrstvy 2 a vrstvy 4. Obr, 22 a¥ 28 zndzornuji etapy
zhotoveni reliéfovich vjrobki podle tohoto vyndlezu ze spedni vrstvy 18, kterd je nanesena
ne podlo¥ce 1. V tomto pFipad¥ se pou¥ije materiél citlivy na elektromagnetické a korpusku-
1drni zdFeni, jeko fotoodporovy materidl, pro vytvoFeni kryci masky poZadovaené konfigurace
urdené pro navazujfci lepténi spodni vrstvy 18.

Zpdsob podle vynélezu pro zhotovovéni reliéfnich vyrobkl dané konfigurace predpaklddd
postupné nend¥ent (obr. 22) spodni vrstvy 18, kovové vrstvy 2 zdvérné vrstvy 3 a vrstvy
enorgenické létky 4 na podlo¥ku 1. Jako létka pro spodni vrstvu 18 pitichdzi v dvahu kovy,
zv145t8 pak kovy ¥iroce poufivené v soudasné dob¥ v mikroelektronite & ostatnich oborech,
nap¥fklad kiemik, germanium, arsenid galny, orgenické vrstvy apod. Spodni vrstva 18
md¥e byt nenesena na podlofku 1 jako vrstva, ale pokud je dostatedn® pevndé, miZe té% sama
slou¥it jako podlofke. V tomto p¥iped& chybl podloZka 1. Naneseni spodni vrstvy 18 na
podlofku 1 se provédi libovolnou znémou metodou, napt. vyloudeni ve vakuu, chemické vy-
loudeni, roztaveni apod. Naneseni vrsivy 2, z4vérné vrstvy 3 a vrstvy 4 enorganické létky
probihé podle stejnych metod, které byly popsény d¥ive p¥i projedndvéni o obr. 1 a obr. 2.
Pro zhotoveni vysoce kvalltnich vyrobkl se nand3i spodni vrstya 18,kovovéd vrstva 2, zdvér-
néd vrstva 3 & vrstva 4 snorgenické létky ve vakuu. V jiném priped® se nend¥i spodni vrstva
18 & vrstva 4 vysrdfenim ve vakuu. V t¥etim pPfpad® se spodni vrstva 18 nemd3i chemickym
vysré¥enim, vrstva 2 a vrstva 4 wysrdZenim ve vakuu 2 zdvérnd vrstva 3 ponofenim do roztoku
obsshujfctho létku zdv¥rné vrstvy. Pro nandSeni vrstev je mo¥no pou¥it také dallich kom-
binaci métod.

Zpisob zhotovovéni reliéfnich vyrobkd dané konfigurace predpoklédd také p¥ipad, kdy
s2 na spodni vrstvu 18 nanese nejpnve vrstva 4 anorgenické létky, potom pomoci libovolné
znémé metody zédvérné vrstva 3 a teprve nekonec kovové vrstva g. Jako létky pro vrstvu 2,
zdv&rnou vrsivu 3 a vrstvu 4 anorgenické 1létky se pouivaji ldtky jmenované vySe pfi po-
pisu obr. 1 a obr. 2.

Obrdzek 23 zndzorhuje stejné uspofdddni vrstev, jako je na obr. 22 a schéma projekce
obrazu pres 3ablonu 5, kterd mé neprichodné oblasti 6 a transparentni oblasti 7, v&etn&
elektromegnetického a korpuskuldrniho zé¥eni. Obraz na vrstvdeh mi%e byt dosaZen libovolnym
znémym postupem, jeko p¥iklad lze uvést kontektni tisk, konvendni opticky systém, hologra-
ficky postup, atd.

Pisobenim elektromagnetického a korpuskulérniho zéfeni 8, kterd prochézi transparentni-

mi oblastmi 7 $eblony 5, vstupuje vrstva 4 anorgenické létky do chemické reakce s kovovou
vrstvou 2, prilem? se vytvéFi produkty 9 reakce (obr. 24). V nepritomnesti elektromegnetic-

kého & korpuskuldrniho zé¥eni 8 zabranuje zévérnd vrstva 3 vzniku chemické reakce mezi
vrstvou 4 a vrstvou 2. Po expozici se odstreni &&sti vrstvy 4 anorganické ldtky, které
nevstoupily do chemické reskce s kovovou vrstvou 2, a zdvérnd vrsiva 3 z mist neozdfenych
elektromagnetickym a korpuskuldrnim zd¥enim (obr. 25). Odstren&ni t&chto vrstev probihd podle
‘metod popsanych pri vykladu obr. 4, 5, 12, 13 - chemické leptdni, mechanicky, teplotn& atd. )
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Pou¥ije-1li se nepiiklad pro vrstvu 4 selenid srsenity a pro zévérnou vrstvu 3 sirnik
arsenity, pak se odstran&ni obou t¥chto vrstev provddi pomocf 5 e 10% vodného roztoku
hydroxidu draselného.

Na obr. 26 je znézornéno usporéddni vrstev po sdstrandni kovové vrstvy 2 a spodni
vrstvy 18 z mist, kterd nebyla ozdPena elektromagnetickym a kcrpuskuldrnim zéfenim. Jestli-
Ye je spodni vrstva 18 provedena z kovu, pak probihd odstren¥ni Jek oblasti vrstvy 2, tak
i oblasti spodni vrstvy 18 pomoci roztokl kyselin, jako je kyselina sirové, solné, dusid-
né, fluorovodikovd, sm&s chromu a kyseliny apod. JestliZ%e je napfiklad spodni vrstva 18
provedena z chromu a vrstva 2 ze stPibra, pak se pomoci 1% vodného roztoku kyseliny dusié-
né odstrani oblasti kovové vrstvy 2 ze stifbra a pomoci 15% roztoku kyseliny sirové oblasti
spodni vrstvy 18 z chromu. Produkty 9 reakce se v tomto piipadé pou¥ivaji jeko ochrannéd mas-
ka p¥i leptdni vrstvy 2 a spodni vrstvy 18.

Po provedeni této operace se odstrani produkty 9 reakce a obdrii se uspofddéni vrstev
znédzornéné na obr. 27, ddle se odstrani oblasti vrstvy 2 nachdzejici se pod produkty 9
reakce a obdrii se hotovy reliéfovy vyrobek zndzorndny na obr. 28. Odstranéni produktd 9
reakce se provadi pomoci chemického lepténi,‘mechanicky nebo tepeln&. Odstranéni kovové
vrstvy 2 se provadi pomoci chemického leptdni nebo pomoci jiného znémého postupu. JestliZe
se napfiklad jako spodni vrstva 18 pou¥ije chrom, jako vrstva 2 sti¥ibro, jako zdvérnd
vrstva 3 sirnik germania, jako vrstva 4 selenid arsenity, pak se provédi odstrandni vrstvy
4, kterd nevstoupila do chemické reakce s vrstvou 2 a oblasti zdv&rné vrstvy 3 2z mist,
kterd nebyla ozdfena elektromagnetickym a korpuskuldrnim zdFenim, pomoci 5 a¥ 10% vodného
roztoku hydroxidu sodného, odstranéni oblasti vrstvy 2 z mist nechrdnénych produkty 9 reakce
pomoci 1% vodného roztoku kyseliny dusidné.

Odkryté oblasti spodni vrstvy 18 se odstranuji pomoci 15% vodného roztoku kyseliny si-
rové, pomoci koncentrovanych vodnich roztok( hydroxidu emonného se odstranujf produkty 9
reakce, pomoci 1% vodného roztoku kyseliny dusiéné se odstranuji oblasti vrstvy 2 nachéze-
jici se pod produkty 9 reakce a tim se obdrii vyrobek zndzorn&ny na obr. 28. Timto zplsobem
se vyrébi fotoBablony z chromu,niklu, m&di. Postup ve smyslu tohoto vyndlezu umo¥nuje zho-
tovovat optické prvky, jeko difrakdni miiZky, mé&flc{ mikrostupnice a mikrosit&, prvky mikro-
obvodd, typografické Stodky.

Pro lepdi porozum&ni podstatd navrhovaného postupu budou ddle uvedeny konkréini
priklady provedeni vyndlezu. :

Priklad 1

Na podlo¥ku 1 (obr. 1), kterou tvori planparalelni izolovand deska ze skla s rozméry
90 x 60 mm a o tloudfce 2 mm, se ve vakuu 2,66 mPa postupn& nenese 400 nm silnd vrsiva 2
ze stiibra, 6 nm silnd zévérnd vrstiva ze sirniku'arsenitého, 60 nm silné vrstva 4 anorga-
nické 1l4tky ze selenidu arsenitého. Pak se na citlivy materidl projektuje interferendni
obraz s prostorovou frekvenci 1 200 dar/mm, ktery Jje tvoren dvéma koherentnimi svazky své-
telnych paprskd z hélioneonového laseru, vlinové délky lambda = 632,8 nm. Na obr. 3 Je
tento pripad zndzornén jako priichod zd¥eni Zablonou 5, kterd mé neprlichodné oblesti 6 a

transparentni oblasti 7.

Prl vykonu laserového zéfeni dopadajiciho na povrch citlivého materidlu 3.10'4 W/cm2
¢ini doba expozice, kterd je nutnd pro dosaZeni maximélni difrakéni uéinnosti odpovidaji-
c¢iho Serndni 30 a%Z 40 sekund. Plsobenim elektromagnetického zaPeni 8 dodlo k chemickym
reakecim vrstivy 3 a vrstvy 4 se stiibrnou vrstvou 2, pfi nichZ se vytvérely produkty 9 reakce
(obr. 4). Po expozici byla podloZka 1 s vrstvami 2, 3 a 4 ponofena do 10% vodného roztoku
hydroxidu draselného, s jeho# pomoci byly odstrandny &dsti vrstvy 2, kterd nevstoupily do
chemické reakce s vrstvou 4 selenidu arsenitého, a &¢dsti zdvérné vrstvy 3 ze sirniku arse-
nitého (obr. 5). Pak se podloZke 1 s vrstvami umyla v destilovaené vodd a osufila. Timto
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zpisobem bylo dosa¥eno emplitudové fézového hologramu, ktery pPedstavuje difrakdni m#diZku
‘precujici na zédklad¥ reflexe.

V poZadovaném p¥ipad® se odstranila pomoci roztoku obsahujicicho 10 g K2Cr207, 50 g
HZSO4, 500 ml H20 st¥{brnd vrstva 2 z mist, kterd nejsou chrén&na produkty gvreakce (obr,
6). V po¥adoveném pfipad¥ se pomoci 25% vodného roztoku NH,OH odstranily produkty 9 reakce.
Pomoc{ t&chto operaci byl na podlo¥ce 1 ziskén reliéfni obraz, ktery sestdvé z prouZkd
stiibrné vrstvy 2 (obr. 7). Po povleleni obrazu zndzorn¥ného na obr. 7 vrstvou hliniku

200 nm silnou byla ziskéna &istéd fdzovd mPi%ka, kterd se vyznaluje vysokou stabilitou.
P¥riklad 2

Na 3 mm silnou podio¥ku i (obr. 11) z um&lé hmoty o rozmérech 80 x 80 mm se ve vakuu
3,99 mPa postupnd nanesla 150 nm silnd st¥ibrnd vrstva 2, 4 mn 8ilnd zdvdrnd vrstva 3
ze sirniku germenia a 70 nm silnd vrstva 4 ze selenidu arsénitého. Pomoci zéfeni hélioneono-
vého laseru o vlnové délce lambda = 632,8 nm se provedl zdznam holografického obrazu di-
fusnfho ¥idictho objektu. Na obr. 11 je tento p¥ipad zndzorndn jako zdfeni prochdzejici
ptes Bablonu 5°, kterd vykazuje ne riznych mistech rlznou transparenci. Objekt byl osvét-
len pomoci kolimdtoru roz¥i¥enéno na 70 mm paralelniho svazku laserového zéFenl o vykonu
okolo 6.10™ 4w/cn®.

Sv&tlo odraZené od objektu dopadelo na uspoPddéni vrstev. Na toto usporddéni vrstev
byl pomoci zrcadel smdrovén opérny svazek, ktery byl reflektovdn sklendnou deskou uwnisté&nou
v dhlu 45° k hlavnimu svazku. Na materidlu citlivém na elektromegnetické a korpuskulédrni
zéeni byl registrovén interferendni obraz tvofeny op&rnou vlnou a vlnou odrafenou od
objektu. Doba expozice &inila 2 a% 3 minuty. Pisobenim elektromagnetického zéfeni 8
do3lo k chemickym reakcim vrstev 3 a 4 s vrstvou stiibra 2, které m&ly za ndsledek vy-
tvérent pPoduktd 9 reskce (obr..12).

Proto¥e doba expozice byla pro cely povrch konstantni, byla tloudtka produktd 9 reskce
Umdrné intenzit¥ dopedajictho zéPeni. Poté byly pomoct 10% roztoku hydroxidu sodného odstre-
ndny &ésti vestvy 4 sirnflku arsenitého, které nevstoupily do chemické reakce se st¥ibrnou
vrstvou 2 a zdv&rnd vrstva 3 sirniku germenie. Pak byl vzorek umyt v destilované vodé a
osuden. Timto zplsobem byl ziskdn reliéfovy obraz, ktery predstavuje emplitudo-fézovy ho-
lcgram objektu (obr. 13). Byly ziskény velmi kvelitni holografické obrazy objektu. Tyto
obrazy byly redukovény jek pomoci laserového zé¥eni, tak i zéfenim rtufovyeh lamp s poufi-

tim filtrd.
P¥r {1 klad 3

Na podloZku 1 (obr. 1), kterd je tvorena 2 mm silnou plenparalelni deskou z roztave-
ného kiemiku s rozmiry 50x50 mm, byly ve vakuu o tlaku 5,32 mm postupn® neneseny 200 nm
silnd vrstva 2 m&di, 4 nm silnd zdvdrnd vrstva 3 ze st¥ibra, a 45 nm silnd vrstva 4 ze
sirniku arsenitého. Poté byl na uspo¥ddéni vrstev projektovén interferenéni obraz o prosto-
rové frekvenci 1800 dar/mm, ktery byl tvo¥en dvéma koherentnimi sv&telnymi svazky argono-
vého laseru o vlnové délce lambda = 488 nm. Na obr. 3 je tento pFipad zndzorn&n jako zére-
ni prochdzejici Sablonou 3, kterd mé neprihledné oblasti 6 a transparentni oblasti 7.

P¥i vykonu leserového zdreni dopadajfcfho na povrch vrstev okolo 2.10'3 W/cm2 &inila
doba expozice, kterd byla nutnd pro dose¥eni meximélni difrakdni d&innosti odpovidajiciho
terndni 2 a¥ 3 minuty. Plsobenim elektromegnetického zéfeni 8 dochdzelo k chemickym reskcim
vrstvy 4 s vrstvemi 3 a 2, pfilemZ se vytvérely produkty 9 reakce (obr. 4). Po expozici
byly pomoci 2% vodného roztoku hydroxidu draselndho odstrandny &dsti vrstvy 4 sirniku arse-
nitého, které nevstaupily do chemické reakce s vrstvemi 2 a 3. Poté byly z mist nechrdn&-
nych produkty 9 reakce pomoci roztoku obsahujfoiho 10 g K20r207, 50 g H2804, 500 ml H,0
odstran&ny zévdrnd vrstva 3 ze st¥ibra a m¥d¥nd vrstva 2. Timto zp&sobem byl na podloZce
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ziskén reliéfni obraz (obr. 6), ptedstavujici difrakéni miiZku. V pofadoveném pripeds byly
pomoci 25% roztoku NH4OH odstranény produkty reakce. Pak byl na podloZce 1 ziskdn reliéfnf
obraz z mé&di.
Priklad 4
Na podlozku 1 (obr. 14),kterou piedstavovala 5 mm silnd planparalelni le$t&nd deska
z roztaveného kitemfku o rozmdrech 60x60 mm, byly postupn& ve vakuu 2,66 mPa naneseny 300 nm
silnd m&dénd vrstva 2, 4 nm silnd zdévdrnd vrstva 3 z chromu. Poté byla podloZka 1 dohroma-
dy s vrstvami 2 a 3 umfst&na do k¥emikové nédoby, kterd byla napln¥na plynnym médiem ze
sirniku arsenitého o teplot® 260 aZ 270 °¢ a atmosférickém tlaku. Pomoci fotografického
zvét¥ovactho piistroje byl na systém vrstev projektovén pres Sablonu 5 ° obraz (obr. 14).
Jako zdroj zd¥eni byla pou%ita vysokotlakd rtufovd lampa (250 W). -

Na ozarenych mistech do¥lo k chemické reakci plynného média - vrstva i; - 8 vrstvou
2, p¥i které se vytvarely produkty 9  reakce. Z4v&rnd vrstva 3 zabreiovala samovolnym
chemickym reakeim mezi plynnou vrstvou 4~ a vrstvou 2 na mistech, kterd nebyla ozéfena
elektromagnetickym zéfenim. Doba expozice &inila 1,5 a%¥ 2 minuty. Poté byla podloZka 1
s vrstvami 2, 3 a s produkty 9  reakce vynata z nddoby. Ddle byly pomoci 25% vodného roztoku
NH4OH odstranény produkty 9’ reakce a byl ziskén reliéfni obraz zndzornény na obr. 16,
Podle pon¥kud odlisné varianty se nejprve produkty 9  reskce neodstranovaly a slou#ily
Jako ochrannd maska pro odleptdni &&sti zdv&rné vrstvy 3 a vrstvy 2 z mist, kterd nebyla
ozd¥ena elektromagnetickym zdFenim - obr. 17. Odstrandni ¥4sti zdvérné vrstvy 3 z chromu
probfhalo v 15% vodném roztoku kyseliny dusiéné a odstrandni ¥dsti m&d&né vrstvy 2 v roz-
toku, ktery obsahoval 10 g K20r207, 50 g H2804, 500 ml H,0. Poté byly pomoci leptadlsa,
které bylo v tomto p¥ikladu vy¥se popséno,odstrandny také samotné produkty 9° reakce. Timto
zplsobem byl ziskdn reliéfni vyrobek znézorndny na obr. 18.

P¥ri{iklad 5

Na podloZku 1 (obr. 19), kterou tvoiila 3 mm silng planparalelni leit¥nd deska ze skla
o rozm&rech 50x50 mm, byly postupné va vakuu 3,99 mPa naneseny 250 nm silnd st¥{brné vrstva
2, 3 nm silnd z&v&rnd vrstva 3 z chromu. Poté byla podloZka 1 s vrstvami 2 a 3 umist®na

do kfemikové 1ldzn& 17, uloZena horizontdlnd a to tim zplsobem, %e vrstvy 3 a 2 le¥ely na-

hofe. Povrch zdv&rné vrstvy 3 byl povleden tenkou vrstvou prédkového selenidu arsenitého.
Potom byla podloZka 1 s vrstvami 2 a 3 a s prd3kem zehPdta pomoci zah¥ivéni 14zn& 17 na
tavied teplotu selenidu arsenitého’ (360 °C). Pri této teplot& se selenid arsenity roztavil

a rozprost¥el se ve formd tekuté vrstvy 4~  pies povrch zdv¥rné vrstvy 3.

Poté byl pomoci fotografického zv&t3ovaciho pristroje projektovén na systém vrstev obraz
gablony 5°° (obr. 19). Jako zdroj zéreni byla pouZita vysokotlakd xenonovd lampa o vykonu
5 000 W. Na ozéPenych mistech do¥lo k reakce chemické mezi tekutou vrstvou 4°° a vrstvou
2, pti které se vytvérely produkty 9 ° reakce (obr. 20). Z4virni vrstva 3 zabranovala
vzniku spontdnnich chemickych reakef mezi tekutou vrstvou 4°° a vrstvou 2 na mistech, kterd
nebyla ozd¥ena elektromagnetickym zdfenim. Doba expozice &inila 20 a% 30 sekund. Po ozdbeni
byl systém vrstev vynat z ldznd 17. Pomoci 25% vodného roztoku NH4OH byly odstren&ny pro-

dukty 9°° reakce a byl ziskén reliéfni vyrobek zndzorndny na obr. 21.
PrPiklad 4

Na podloZku 1 (obr. 1), kterou tvorila 1 mm silng f£dlie z niklu, byla ve vakuu 1,66
mPa nanesena 150 nm silnd vrstva 2 ze slitiny Ag70Mn o+ Pak byla podloZka 1 s vrstvou 2
ponoY¥ena do 1% alkoholického roztoku kalafuny, vynata z roztoku a vysu8ena, pifidem¥ se
vytvorila slabd zdv&rnd vrstva 3. Poté byla ve vakuu 3,99 nm nanesena 70 nm silng vrstva
4 2z chalkogenniho skla As355e55J10. Na systém vrstev byl projektovédn interferendni obraz
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o prostorové frekvenci 1 600 Zar/mm, ktery byl tvof;; dvéma koherentnimi sv&telnymi svazky
2 helioneonového laseru o vlnové délce lembda = 632,8 nm. PPi vykonﬁ laserového zéfeni do-
padajiciho na povrch vrstvy 4 okolo 3.10'4 W/cm2 &inila doba expozice 3 aZ 4 minuty. Po
ozéteni byly pomoci 5% vodného roztoku hydroxidu draselného odstran&ny &ésti vrstvy 4,
které nevstoupily do chemické reakce s vrstvou 2. Timto zplisobem byl ziskén amplitudové
¥izeny fédzovy hologrem znézornujfci difrakdéni m¥iZku.

Priklad 7

Ne 4 mm silnou m&d¥nou desku o rozmérech 80 x 80 mm byly ve vakuu 2,66 mPa postupn&
neneseny 4 nm silnd zdv&rnd vrstva 3 z Si0, 65 nm silnd vrstva selenidu germanatého. Na
systém vrstev byl projektovén interfere¥ni obraz tvo¥eny analoglcky jako v pfikladu 6
laserovymi svazky. Expozidni doba &inila 5 aZ 6 minut. Po ozéfeni byly odstrenény pomoci
10% vodného roztoku hydroxidu draselného &dsti vrstvy selenidu germanatého, které nevstou-
pily do chemické reskce s m¥di. Timto zpisobem byl ziskdn emplitudovd fézovy hologrem zné-
zornujici difrakéni miiZku.

P¥iklad 8

Na podlo¥ku 1 (obr. 22), kterd je tvorena 4 mm silnou planparslelni sklen¥nou ledt&-
nou desku o rozmdrech 70 x 70 mm, byla pomoci chemického vysréZeni nenesena 200 nm silné
spodni vrstve 18 z chromu. Poté byly ve vakuu 2,66 mPa postupn& neneseny 120 nm silnd st¥ibr-
né vrstva 2, 5 nm silnd zévdrnd vrstva 3 ze sirniku arseni&ného a 50 nm silnd vrstva 4 ze
selenidu arsenitého. Pak bylo provedeno ozafovéni pres Sablonu 3, Jjak Je zndzorn&no na
obr. 23.

Jako zdroj svdtla byla pouZita rtulovd lampa o vykonu 250 W, umist&nd od vrstev ve
vzdélenosti 20 cm. Doba expozice byla do 20 sekund. Na ozérenych mistech se vytvofily pro-
dukty 9 reskce (obr. 24). Poté byly pomoci 10% vodného roztoku hydroxidu draselného odstra-
nény &4sti vrstvy 4 ze selenidu arsenitého a z4vérné vrstvy 3 ze sirniku arsenelného,
které nevstoupily do chemické reakce s vrstvou 2 stiibra (obr. 25). Pak byly pomoci 1%
vodného roztoku kyseliny dusi¥né odstran¥dny z mist, které nebyly chrén&ny produkty 9
reskce, &4sti st¥ibrné vrstvy 2 a pak pomoci 15% vodného roztoku kyseliny solné Zdsti
' spodni vrstvy 18 ze stejnych mfst (obr. 26). Timto zplsobem byla zhotovena foto3ablona,
kterd obsahovela transparentnf a neprihledné oblasti.

V poZadovanych pripadech byly pomoc{ 30% vodného roztoku hydroxidu smonného odstrandny
produkty 9 reakce (obr 27). Pomoci 1% vodného roztoku kyseliny dusidné byly odstranény
také zachovend 3dsti st¥ibrné vrstvy 2 a tim byla ziskdna velmi stabilni fotoSablona zZné-
zorndnd na obr. 28.

P¥F{klad 9

Na 2 mm silnou planparalelni desku ze skla o rozm&rech 40 x 40 mm byle ve vakuu

3,99 mPa nenesena 150 nm silnd zlatd vrstva pri zakryti 1/4 desky maskou. Poté byla maska
prem{sténa na druhy konec podloZfky a byla nanesena 300 nm silnd vrstva selenidu arsenitého,
kterd prekryla volnou &dst podlo¥ky a v&tdi dil zlaté vrstvy. Ddle byla volnd &dst zlaté
vrstvy a velkd &dst vrstvy selenidu arsenitého, kterd byla na zlatou vrstvy nanesena, pre~
kryta maskou. Pak byla nenesena 20 nm silnd vrstva hliniku a ddle 25 nm silnd vrstiva st¥ib-
ra. Pomoci st¥ibrné pasty byly na sti¥fbrnou vrstvu a na volnou ¥dst zlaté vrstvy pripevnény
kontakty pro p¥ivod elektrického pole. *

Poté byl na materidl projektovén obraz Zablony. Jako zdroj zéPeni byl pouZit héliovy
laser. V nepiitomnosti elektrického pole vykazoval materidl vadi zdreni nizkou citlivost,
protoZe v nepfitomnosti elektromagnetického zabeni zabranovala hlinikovd zdvérnd vrstva
chemické reskei mezi vrstvou selenidu arsenitého a vrstvou stiibra, a pFi vyskytu elektro-
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magnetického zdfeni tyto reekce zeslabovala. PEi pfiloZeni elektrického pole na materidl
siln& nar@stala citlivost systému vi&i zdPeni hélioneonového laseru, protoZe se pritom sni-
Yoval vliv zdv&rné vrstvy, a obraz Sablony byl zazneamenén b&hem n&kolika sekund.

Je tfeba podotknout, Ze zvyéeni citlivosti materidlu bylo prokézdno jenom v tom pPi-
pedd, kdy% byl na horni elektrodu, hlinik-st¥ibro, pF*iloZen kladny potencidl. Velikost na-
p&ti privéd&ného na elektrody ze stejnosm&rného zdroje &inila 8 a¥ 10 V. Po expozici byla
odstrandna pomoci roztoku obsahujiciho 15 g K2Cr207 60 g H2SO4 a 500 ml H,0 st¥ibrnd vrstva,
kterd nevstoupila do chemické reakce s vrstvou selenidu arsenitého. Pak byla odstren&na
pomoci 5% roztoku XKOH hlinikov4 vrstvae z mist, kterd nebyla chrén&na produkty reakce, a by-
la 2% do dosaZeni urdité hloubky, zdvisejici na dobd lepténi, podle doby lepténi, odlepténa
vrstva selenidu arsenitého. Timto zpisobem byl ziskdn vyrobek s hlubokym reliéfem.

PREDMET VYNALEGZU

1. Zplsob zhotovovéni reliéfnich vyrobkl dané konfigurace pri pouZitd materidlu citli-
vého na elektromagnetické a korpuskuldrni zd¥eni, spodivajici v naneseni kovové vrsivy
na podlozku, v naneseni vrstvy anorganické ldtky na kovovou vrstvu, zplisobilé s ni chemicky
reagovat a vytvdret pfitom reakdni produkty, které se ve svych fyzikdlnich a chemickych
vlastnostech 1i81 od fygzikdlnich a chemickych vlastnost{ kovové vrstvy a vrstvy z anorga-
nické latky, ddle v promitnut{ obrazu s danou konfiguraci na nanesené vrstvy, v exponovéni
a v odstran&ni prebytednych 84sti vrstev pifi dosaZeni reliéfniho obrazu s danou konfigu-
raci, vyznadujici se tim, Ze p¥ed nanesenim vrstvy anorganické ldtky na kovovou vrstvu se
ne kovovou vrstvu nanese zdvdrnd vrstva z létky, kterd je schopnd plsobenim elektromagne-
tického a korpuskuldrniho zdreni bud byt inertni vi&i kovové vrstvé a vrstvé z anorgenic-
ké 1ldtky nebo s jednou z nich chemicky reagovat a kterd predstavuje v nepfitomnosti elek-
tromegnetického a korpuskuldrniho zéfeni inertni létku vidi kovové vrstvd a vrstvE z anor-
genické létky, pPilemZ tloud¥ka zdvérné vrstvy dostaduje k tomu,aby se v nepfitomnosti
elektromagnetického a korpuskuldrniho zéFeni zabrénilo chemickych reakcim mezi kovovou
vrstvou a vrstvou z anorganické ldtky, ale aby tyto probihaly pri vyskytu elektromegnetic-
kého a korpuskuldrniho zd¥eni, a p¥i procesu odstranovéni pihebytednych &dsti vrstev
se odastrani téZ pPebytelné ddsti zdvérné vrstvy.

2. Zptsob podle bodu 1, vyznadujici se tim, Z%e se zdvérnd vrstva.nanddi zpracovdvénim
povrchu kovové vrstvy v atmosfé¥e plynngch kyselin a/nebo fludru, chldru, bromu, jédu, si-
ry, selénu nebo teluru.

3. Zpisob poile bodu 1, vyznadujici se tim, %e se zdvérnd vrstva nanddi vylufovénim
ve vakuu.

4, Zplsob podle bodu 1, vyznalujici se tim, Z%e se z&v&rnd vrsive nand$i chemickym
vysréZenim.

5. Zpisob podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze se zév&rnd vrstva nandSi ponoFenim
do roztoku obsahujiciho ldtku zdvérné vrstivy.

6. Zphsob podle bodu 1, vyznadujici se tim, %e se zdv&rnd vrstva nandsdi ponofenim
do chemicky aktivniho tekutého prosteai.

7. Zplsob podle bodu t, vyznadujici se tim, %e se zdvérnd vrstva nanddi polévénim.
8. Zpusob podle bodu 1, u n&hoZ se po exponovani odstranuje vrstva anorganické lét-

ky, kterd chemicky neresgovala s kovovou vrstvou, vyznaéujici se tim, Ze se zév&rnd vrstiva
po odstranéni vrstvy anorganické létky odstranuje z neexponovanych mist.
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9. Zpisob podle bodu 8, vyznatujici se tim, %e se odstranovéni prebytednych &dsti 24—
vérné vrstvy provéddi chemickym lepténim.

10. Zpisob podle bodu 8, vyznadujici se tim, Ze se odstranovdni prebytednych &dsti
2évérné vrstvy provédfl mechsnickou cestou.

11. Zpisob podle bodu 8, vyznadujici se tim, Ze se odstranovéni p¥ebytednych &dsti
zévérné vrstvy provédi tepeln& tepelnou sublimaci.

12. Zpisob podle bodu 1, vyznadujici se tim, %e se pri expozici pfiloZi na materidl
elektrické pole.

2 listy vykrest

Severografia. n. p.. sfvod 7, Most
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